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一、本案已向
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五、發明說明（1）
發明所屬之技術領域 

本發明是有關於一 

Transistor , FET），且 

閘極絕緣層（GaN-based

種場效電晶體結構（Field Effect 

特別是有關於一種具有氮化踪基礎

Gate insulating layer）之場效

電晶體結構。

先前技術

數位時代來臨 各電子業者皆針對此波數位化改革投

注莫大心力5其 

研發的腳步最為 

路可略分為數位 

位積體電路佈局

中又以半導體 

顯著。對於半 

電路佈局與類 

中最常見的電

產業由早期代 

導體產業中所 

比電路佈局兩 

子元件即屬場

工至目前邁向 

製造的積體電 

大型態，而數 

效電晶體

（FET），其可廣 泛地應 用於微 處理器（mi cro-processor ）、 

邏輯元件（logical device）、記憶體（memory），或 其他積 

體電路元件中。此外，由於場效電晶體所應用的領域不 

同，故其基材的材料亦相異，一般的積體電路通常是使用 

矽基材，但針對高速運算或高操作功率之積體電路則採用 

以氮化錄（GaN）、砰化録（GaAs）或是磷化錮（I nP ）為主要材

料的半導體化合物基材。

第1圖繪示為習知採用氮化錄基材之場效電晶體的結 

構示意圖。請參照第1圖，習知的場效電晶體主要係由氮 

化錄基材100、氮化録基礎（GaN-based）半導體層102、源 

極104、汲極10 6，以及閘極108所構成。其中，氮化銖基 

礎半導體層102配置於氮化鐘基材100上，而氮化錄基礎半 

導體層102通常係藉由磊晶的方式形成於氮化緣基材100，

10347twf.ptd 第6頁
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五、發明說明(2)
且氮化銖基礎半導體層102之材質為AlxGal-xN，其中1些x 
0。此外，源極1 0 4、汲極1 0 6，以及閘極1 0 8係配置於氮 

化錄基礎半導體層1 0 2上，且源極1 0 4、汲極1 0 6分別位於 

閘極1 0 8的兩側。

第2圖繪示為習知高功率操作之場效電晶體的結構示 

意圖。請同時參照第1圖與第2圖，第1圖所繪示之場效電 

晶體結構中，由於閘極1 0 8係直接位於氮化鉢基礎半導體 

層1 0 2上，故在高溫、高功率操作的情況下，元件的閘極 

漏電流並無法有效的抑制，進而影響其特性。針對元件耐 

高溫與高操作功率的需求而言，若能在閘極108與氮化錬 

基礎半導體層1 0 2之間配置一閘極絕緣層1 1 0 (繪示於第2 
圖)，預期將可大幅提昇元件的崩潰電壓，進而降低其閘 

極漏電流。然而，習知的場效電晶體結構中，閘極絕緣層 

1 10係直接使用二氧化矽(SiO2)、氮化矽(SiNX)、氧化錄 

(Ga2O3)等絕緣材質，這些絕緣材質之閘極絕緣層1 10在實 

際生產之後發現其與氮化錄基礎半導體層102之間的晶格 

匹配度不佳，故元件的操作特性便無法準確的評估。正由 

於II I-V族材料中缺乏品質良好的絕緣層，故要製作出電 

氣特性穩定之金屬-絕緣層-半導體場效電晶體(MISFET)相 

當困難。

為了改善上述絕緣層不適當的問題,一種在碑化錄基 

材(GaAs substrate)上使用半絕緣同 質材料取代絕緣層的 

作法已被提出，此作法試圖提高閘極絕緣層與基材之間的 

晶格匹配特性，以使得金屬-絕緣層-半導體場效電晶體

10347twf.ptd 第7頁
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五、發明說明(3) 

(MISFET)具 

溫成長的製 

緣層仍須經 

好的絕緣特 

部份的破壞 

加成本。

發明內容

、、因 
/皿

的電氣特性。由於形成碑化Μ係採用 

在閘極與基材之間以低溫製 

熱處理(post anneali ng )， 

因

、、四 
/皿

溫製程中仍會對碑 

的步驟較為繁雜，

程形成的 

才會具有 

錄基材造成 

僅耗時且增

的

絕緣層與氮化錄基礎半 

電流。

種場效電

就是在提供一種場 電晶體結 

導體層之間

一種耐简 溫且適於高

元件之閘極漏

就是在提供一

步驟簡易。

的就是在提供

體結構。

本發明提供一種場效電晶

氮化緣基礎半導體層、氮化錄基礎閘

有 良 好 低

程 故 絕

過

性

咼

且

本發

由改

但

咼

為 

製

咼

程

化

不

良

明 

善

的 目 效

以

且

極閘

降低

的目

製 程

目

晶

晶體結構，

體結構，主

因此， 

構，其可藉 

晶格匹配程度，

本發明的另 

其製造成本低廉

本發明的另再

功率操作之場效電

為達上述目的 

要係由氮化錄基材

極絕緣層、源極/汲極以及閘極所構成。其中，氮化錬基 

礎半導體層係位於氮化鉢基材上；氮化錄基礎閘極絕緣層 

係配置於氮化鉢基礎半導體層上，且氮化鉢基礎閘極絕緣 

層為一 A 1 X I nyGa 1 -χ-y N 層，其中 χ 些0，y^0，1 互x + y ；源 

極/汲極係配置於氮化鉢基礎半導體層上5且位於氮化緣 

基礎閘極絕緣層旁；而閘極則配置於氮化銖基礎閘極絕緣 

層上。

依照本發明的較佳實施例所述，氮化錄基礎閘極絕緣

10347twf.ptd 第8頁
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五、發明說明（4）
層中例如具有一摻質 以增進氮化銖基礎閘極絕緣層的電

且此摻阻值 質例如為碳、鎂、鐵等金屬或是這些材質之

以 成 長溫低組合 或 （攝氏3 0 0至9 0 0度）

依照本發明 的較佳實施例所述 氮化錄基礎半導體層

例 如 為 一AlalnbGal-a-bN 層 其中 a 0 ，b WO ，1 Wa + b，

a<x °
照本發 

製摻雜場效電 

此本實施例中

述,場效電晶體例如的較佳實施例

體（Modulation Doped FET j MODFET） 

氮化錄基礎半導體層例如是由緩衝層

依 明

晶

的

所 為 調

因

通

道層、間隙層 以及阻障層所構成。其中，緩衝層與通道層

例如為一未 摻雜之Alai nbGa 1 -a-bN層5且a 0T 
Ma + b 5 x>a ；間隙層例如 為一未摻雜之AlxInyGal-x-yN
層，且X 0 9 y 0，lBx + y ；阻障層例如為一矽摻雜的

AlxInyGal-x-yN 層，且x 0 j y 0，lMx + y °
承上述，本實施例之場效電晶體結構中，在緩衝層與 

通道層之間例如配置有一隔絕層，此隔絕層之材質例如為 

一碳、鎂、鐵摻雜的或低溫成長的（攝氏3 0 0至9 0 0度）

A lx InyGal -x-yN 層 5 且 x 0，yM0，1 丘x + y °
本發明因採用 氮 化銖基礎材質（GaN-based material） 

作為閘極絕緣層，其與氮化錄基礎半導體層之間具有良好 

的晶格匹配特性，且在摻雜適當的摻質（碳、鎂、鐵等金 

屬）之後具有良好的絕緣特性，故本發明之場效電晶體具 

有優越的電器特性。

為讓本發明之上述和其他目的、特徴、和優點能更明

10347twf.ptd 第9頁
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五、發明說明（5）
顯易懂，下文特舉一較佳實施例，並配合所附圖式，作詳

細說明如下： 

實施方式

之結構示 

構主要係 

化錶基礎 

所構成。

第3圖繪示為依照本發

圖。請參照第3

氮化錄基材2 0 0

極絕緣層2 1 0、

中，氮化錄基礎半導體層202係位於氮化錄基

明

意

由

圖

閘 

其

第一較佳實施例場效電晶體 

，本實施例之場效電晶體結

氮化錄基礎半導體層202、氮 

源極2 04、汲極20 6以及閘極208

材200上，其材質例如為Alai nbGa 1 -a-bN，其中a 0

0，1些a + b。氮化銖基礎閘極絕緣層2 1 0係配置於氮化傢基

礎半導體層2 0 2上，且氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0之材質 

A 1 X I ny Ga 1 -x-y N，其中 x 0j 1 x + y 5 x>a。此

外，閘極208則配置於氮化錄基礎閘極絕緣層210上，而源 

極2 0 4與汲極2 0 6係位於閘極2 0 8兩側之氮化錄基礎半導體 

層2 0 2上。

本實施例中，氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0中例如具有 

一摻質，以增進氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0的電阻值，且 

此摻質例如為碳、鎂、鐵等金屬或是這些材質之組合，而 

這些摻質（碳、鐵及鎂等金屬）例如係於磊晶過程中進行 

摻雜。此外，上述之氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0的電阻值 

例如係介於109至101 2歐姆/□之間。

本實施例中，由於氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0係配置 

於氮化錬基礎半導體層202上，二者為相似之材料，故晶 

格匹配特性十分良好。換言之，氮化球基礎閘極絕緣層

10347twf.ptd 第10頁
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五、發明說明(6)
2 1 0與氮化鎊基礎半導體層2 0 2之間的介面特性良好，所以 

不會因二者之間的材料特性差異太大而導致元件特性低 

落。此外5本實施例之氮化錄基礎閘極絕緣層2 1。在製作 

上例如係採用低溫製程，氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0可於 

低溫狀態(攝氏3 0 0至9 0 0度)生成，且毋需再經由磊晶後 

之高溫熱處理(post anneal i ng)製程即可獲得絕佳的絕緣 

效果。

由上述可知，氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0在低溫磊晶 

成長之後便具有良好的絕緣特性，在製作上相當簡單，且 

氮化銖基礎閘極絕緣層2 1 0的高電阻特性將使得場效電晶 

體具有耐溫與高功率之操作特性。

上述之氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0在製作上雖以低溫 

磊晶製程為例進行說明，但並非限定本發明必須採用低溫 

磊晶製程才能夠達成，本發明亦可於其他溫度狀態下進行 

氮化錄基礎閘極絕緣層210的磊晶成長，以直接生成具有 

良好絕緣特性之氮化錄基礎閘極絕緣層2 1 0。

第4圖繪示為第1圖與第3圖之場效電晶體中，反向偏 

(reverse bias)壓與閘極漏電流之間的關係圖。請參照第 

4圖，曲線A為習知不具閘極絕緣層之氮化緣場效電晶體 ， 

其 反向偏(reverse bias)壓(reverse voltage)與 閘極漏 

電流之間的關係，而曲線B則為本實施例中具有高阻值之 

氮化錄基礎閘極絕緣層之氮化銖場效電晶體，其反向偏壓 

與閘極漏電流之間的關係。由第4圖可清楚得知，習知之 

氮化錄場效電晶體的閘極漏電流與本實施例之氮化錄場效

10347twf.ptd 第11頁
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五、發明說明(7)
電晶體的閘極漏電 的閘極 電流差

過1 0 0 0倍。以習知

優異之絕緣特性必

本發明之 於第3圖所

外，亦可應 其他應 氮化岔家基礎磊晶材

料層的元件上 例如調製摻雜場效電 晶體(M0DFET)或其他

流相

製作

钦可

較

場 效

二者 之 間 漏 值超

電 晶 體 之 經驗 可 以 預測， 如此

求°

繪示的結構之

以 滿 足 兀 件 高 溫 與 咼 功 率操作 之需

氮化錄基礎 閘

用

極

於

絕緣層 除

用

了 應 用

架構之高電子移動率電晶體(High E 1 ec tron Mobi 1 i ty 

Transistor HEMT)等元件，以下僅針對調製摻雜場效電

晶體(M0DFET)的應用層面進行說明。

第5圖繪示為依照本發明第二較佳實施例場效電晶體 

之結構示意圖。請參照第5圖，調製摻雜場效電晶體 

(M0DFET)主要係由氮化錄基材30 0、氮化錄基礎半導體層 

3 02、氮化録基礎閘極絕緣層3 1 8、源極3 1 2、汲極3 1 4以及 

閘極316所構成。其中，氮化錄基礎半導體層302係位於氮 

化錬基材3 0 0上。氮化錬基礎閘極絕緣層3 1 8係配置於氮化 

錄基礎半導體層3 0 2上，且氮化緣基礎閘極絕緣層3 1 8之材 

質 AlxInyGal -x-yN，其中 χ 0，yM0，1 立x + y，x>a ° 此 

外，閘極3 1 6則配置於氮化銭基礎閘極絕緣層31 8 X ，而源 

極31 2與汲極3 14係位於閘極31 8兩側之氮化鎊基礎半導體

層3 0 2上°

同樣請參照第5圖，在調製摻雜場效電晶體的架構

中，氮化銖基礎半導體層302例如是由緩衝層304、通道層 

3 0 6、間隙層30 8以及阻障層3 1 0所構成。其中，緩衝層304

10347twf.ptd 第12頁
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五、發明說明(8)
與通道層306例如為一未摻雜之Alai nbGa 1 -a-bN層，且aW 

0，b W 0，1 a + b，x>a ；間隙層3 0 8例如為一未摻雜之 

A 1 X I ny Ga 1 -χ-y N 層，且 xMO，yMO，lMx + y ；而 阻障層 

310例如 為一矽 摻雜的AlxInyGal-x-yN層，且x 0 5 y 

0，1 M x + y。

與前一實施例相似,本實施例之氮化銖基礎閘極絕緣 

層3 1 8中亦可具有一摻質，以增進氮化錄基礎閘極絕緣層 

318的電阻值(約為1 09至1012歐姆/ □之間)，此摻質例 

如為碳、鎂、鐵等金屬或是這些材質之組合，而這些摻質 

(碳、鐵及鎂等金屬)例如係於磊晶過程中進行摻雜。

第6圖繪示為依照本發明第三較佳實施例場效電晶體 

之結構示意圖。請同時參照第5圖第6圖，本實施例與第5 
圖相似，惟其差異之處在於本實施例在緩衝層3 0 4與通道 

層3 0 6之間配置有一隔絕層3 0 5，而此隔絕層3 0 5之材質例 

如 與閘極 絕緣層318同為A 1 X I nyGa 1 -χ-y Ν，且xMO j y 

0，1 互 x + y。

上述所揭露之場效電晶體元件架構，主要在於加強元 

件本身的閘極崩潰特性，進而達到高功率操作之目的。另 

外,吾人更可利用上述之氮化錄基礎絕緣層(GaN-based 
insulating layer)作為半導體磊晶層與基材間的絕緣緩 

衝層‘這將可有效地消除邊閘極效應(side-gating 
effect)或背閘 極效應(back-gating effect) 5且 實質地 

降低輸 出電導(output conductance) 5進而 更有利 於高頻 

操作。

10347twf.ptd 第13頁

Page 10 of 24



200414540

五、發明說明（9）
秩
八、、雖

用以限 

精神和 

保護範

定 

範 

圍

本發 

本發 

圍內 

當視後

明

明

已以多

，任何 

當可作 

附之申

個較佳實施例揭露如 

熟習此技藝者，在不 

些許之更動與潤飾，

請專利範圍所界定者為

上

脫

因

，然其並非 

離本發明之 

此本發明之 

準。
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圖式簡單說明

第1圖繪示

意圖9

第2圖繪示

構 示

為

為

習 知 採用 氮化錄基材 之場效電 晶 體 的結

習 知 咼功 率操作之場 效 電晶 體 的 結 構示

意 圖

為

結

本發依 昭 明第一較佳

第1圖與第3圖之場效

實 施例 場 效 電 晶 體

電 晶體 中 反 向 偏

壓

效

第3圖繪示

構不意圖；

第4圖繪示為

與閘極漏電流之間的關係圖；

第5圖繪示為依照本發明第二較佳實施例場 

之結構不意圖；以及

第6圖繪示為依照本發明第三較佳實施例場效 

之結構不意圖。

電 晶 體

電 晶 體

圖式標示說明

100 氮化錄基材

102 氮化錄基礎半導體層

104 源極

106 汲極

108 閘極

110 閘極絕緣層

200 氮化錬基材

202 氮化錬基礎半導體層

204 源極

206 汲極

.
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圖式簡單說明
2 0 8 : 閘極

210 : 氮化錄基礎閘極絕緣層

3 0 0 : 氮化錄基材

3 0 2 : 氮化銖基礎半導體層

3 04 : 緩衝層

3 0 5 : 隔絕層

3 0 6 : 通道層

3 0 8 : 間隙層

310 : 阻障層

312 : 源極

314 : 汲極

316 : 閘極

318 : 氮化銖基礎閘極絕緣層

10347twf.ptd 第16頁
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四、中文發明摘要 (發明名稱：場效電晶體結構及其製程)

一種場效電晶體結構，主要係由氮化&家基材、氮化錄 

基礎(GaN-based)半 導體層、氮 化錶基 礎閘極 絕緣層、源 

極/汲極以及閘極所構成。其中，氮化錄基礎半導體層係 

位於氮化錄基材上；氮化錬基礎(GaN-based )閘極絕緣層 

係配置於氮化錬基礎半導體層上，且氮化錄基礎閘極絕緣 

層為一 AlxInyGal-x-yN 層?其中 xMO 5 y 0，1 王x + y ；源 

極/汲極係配置於氮化錄基礎半導體層上，且位於氮化錄

基礎閘極絕緣層旁；而閘極則配置於氮化録基礎閘極絕緣

層上。上述之氮化錬基礎(GaN-based)閘極絕緣層在製作

上不需經過磊晶後的高溫熱處理 製程更形 單，且使得

耐溫與 功率操作

伍、(一) 本案代表圖為：第_____ 6______ 圖

(二) 本案代表 之元件代表符號簡

3 0 0 :氮化錄基材 3 0 2 :氮化緣基礎半導體層

場 效 電 晶 體 能夠達到 咼

圖

高 的

單

簡

目

說

的°

明：

陸、英文發明摘要 the same) （号芟明名稱：Field effect transistor and method of fabricating
A field effect trans i s tor comprising a 

GaN-based substrate, a GaN-based sem i conductor 

layer, a GaN-based gate insulating layer, a 

source/dra i n and a gate i s prov i ded. The GaN-based 

sem i conductor layer is disposed on the GaN-based 

substrate; the GaN-based gate insulating layer i s 

disposes on the GaN-based semiconductor layer, and 

the material of the GaN-based gate insulating

10347twf.ptd 第2頁
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四、中文發明摘要 (發明名稱：場效電晶體結構及其製程)

3 0 4 :緩衝層 3 0 5 :隔絕層(blocking layer)

3 0 6 :通道層 3 0 8 :間隙層(spacer) 31 0 :阻障層

(barrier layer) 3 1 2 :源極 3 1 4 :汲極 3 1 6 

閘極 3 1 8 ：氮化錄基礎閘極絕緣層

陸、英文發明摘要 (發明名稱：Field effect transistor and method of fabricating the same)
layer i s AlxInyGal-x-yN j where i n xMO，yW0 5 1

x + y ; the source/dra i n i s disposed on the GaN-based 

semiconductor layer and ad j acent to the GaN-based 

gate insulating layer; and the gate i s disposed on 

the GaN-based gate insulating layer. The process 

to fabricating the GaN-based gate insulating layer 

i s simple and easy because a h i gh temperature 

therma 1 treatment i s abbrev i a ted. In add i t i on, i n

10347twf.ptd 第3頁
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四、中文發明摘要 （發明名稱：場效電晶體結構及其製程）

陸、英文發明摘要 (發明名稱：Field effect transistor and method of fabricating the same)
the condition o f high temperature and high power 

operating the FET will still work.
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六、申請專利範圍

1 . 一 種 場 效 電 晶 體 結 構 5 包 括 •

一氮 化 基 材

一氮 化 錄 基 礎 半 導 體 層 位 於 該 氮 化錄 基材上

一氮 化 基 礎 閘 極 絕 緣 層 配 置 於 該氮 化錄基 礎半導

體層上， 且 該 氮 化 Μ 基 礎 閘 極 絕 緣 層 為 一 Α1 X I nyGa 1 - X - y N

層 5 其中 X 0 5 y 0 5 1 x + y ；

一源極/汲極，配置於該氮化錄基礎半導體層上，且

位於該氮化錄基礎閘極絕緣層旁；以及

一閘極，配置於該氮化鉢基礎閘極絕緣層上。

2. 如申請專利範圍第1項所述之場效電晶體結構，其 

中 該氮化錄基礎 半導體 層為一 AlalnbGal-a-bN層，其中a

0 5 b 0，lMa + b °

3. 如申請專利範圍第1項所述之場效電晶體結構，其 

中該氮化錄基礎半導體層包括：

一f 緩 衝 層 ，位於該 氮化綜基材上；

■ο— 通 道 層 ，位於該 緩衝層上；

-— 間 隙 層 ，位於該 通道層上；以及

阻 障 層 ，位於該 間隙層上以及該氮化錄基礎閘極絕

緣層、 該 源 極/ 汲極之艮

4. 如 申 請專利範圍 第3項所述之場效電晶體結構，其

中該緩 衝 層 與t亥通道層 為一未摻雜之AlalnbGal-a-bN層，

且a丘0 b M0 5 1 a + b 5 x>a。

5. 如 申 請專利範圍 第3項所述之場效電晶體結構，其

中該間 隙 層 為--未摻雜 之A 1 X I nyGa 1 -x-yN 層，JLx 0 ，y

10347twf.ptd 第17頁
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六、申請專利範圍

三 x + y。

如申請專 

障層為一 

W x + y。

如申請專

0 ，1

6.
中該阻

0 ，1

利範圍

矽摻雜

第3項所述之場效電晶體結構， 

的AlxInyGal-x-yN層，且xMO

其

，y

7.
中該

第1項所述之場效電晶體結構 ， 其利 圍車巳

氮 化 基 礎半 導 體 層 包 括 •

緩 衝 層 ,位 於 該 氮 化 錄 基 材 上

-— 隔 絕 層 ,位 於 該 緩 衝 層 上

通 道 層 5位 於 該 隔 絕 層 上

間 隙 層 5位 於 該 通 道 層 上 以 及

-«— 阻 障 層 ,位 於 該 間 隙 層 上 以 及 該

該

氮化鉢基礎閘極絕

源極/汲極之間。

申請專利範圍

中該緩衝層與該通道層

且 a 0 ，lMa + b

9. 如申請專利範圍

中該隔絕層為

兰 x + y。

10. 如申請專利範圍第7項所述之場效電 

中該間 隙層 為一未摻雜之AlxInyGal-x-yN層

0，1 W x + y。

11. 如申請專利範圍第7項所述之場效電 

中該阻障層為一矽摻雜的AlxInyGal-x-yN層

0 ，1 W x + y。

緣層、

8. 如 第7項所述之場效電晶體結構，其 

為一未摻雜之Alai nbGal -a-bN層，

5 x>a °
第7項所述之場效電晶體結構，其

—AlxInyGal-x-yN 層，其中 xBO ，y 些 0 5 1

晶

晶

體結構，其

且X立0，y

體結構，其

且X纟0 ，y

.
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六、申請專利範圍

1 2・如申請專利範圍第1項所述之場效電晶體結構，其 

中該氮化錄基礎閘極絕緣層中具有一摻質，且該摻質包括 

碳、鎂、鐵及該等組合其中之一。

13. 一種場效電晶體結構，包括：

一氮化錄基材；

一緩衝層，位於該氮化錬基材上；

一通道層，位於該緩衝層上5其中該緩衝層與該通道 

層 為一未摻雜之Alai nbGa 1 -a-bN層，且a 0，bM0，1些

a + b ；

間隙層，位於該 

雜之AlxInyGal-x-yN 層

阻障層5位於該

雜的AlxInyGal-x-yN 層

通道層上

5 且 X Μ 0

間隙層上

，且 X 0

，其

5 y 0

'其中

，y左0

該間隙層

5 1 丘 x + y

該阻障層

，1 圣 x + y

中 為

為

以
未摻

及

矽摻

一氮化錄基礎閘極絕緣層，配置於該氮化錄基礎半導 

體層上，且該氮化錄基礎閘極絕緣層為一AlxInyGal-x-yN 

層，其中 X 0，yW0，1 纟x + y，x>a ；

一源極/汲極，配置於該氮化錄基礎半導體層上，且 

位於該氮化錄基礎閘極絕緣層旁；以及

一閘極，配置於該氮化錄基礎閘極絕緣層上。

14.如申請專利範圍第1 3項所述之場效電晶體結構 ，

更包括一隔絕層j該隔絕層配置於該緩衝層與該通道層之

間。

15.如申請專利範圍第1 4項所述之場效電晶體結構， 

其中該隔絕層為一 A 1 X I nyGa 1 -x-y N層，其中χ 0，yM0，

10347twf.ptd 第19頁
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六、申請專利範圍

1 M x + y。

16.如申請專利範圍第1 3項所述之場效電晶體結構 ， 

其中該氮化錄基礎閘極絕緣層中具有一摻質，且該摻質包 

括碳、鎂、鐵及該等組合其中之一。

1 7. 一種場效電晶體製程，包括下列步驟：

於一氮化錄基材上形成一氮化銖基礎半導體層；

於該氮化錄基礎半導體層上形成一氮化緣基礎閘極絕 

緣層，其中該氮化錬基礎閘極絕緣層為一 AlxInyGal-x-yN 

層，其中 X 0 5 y 0，1 纟x + y ；

於該氮化錄基礎閘極絕緣層旁之該氮化鉢基礎半導體 

層上形成一源極/汲極；以及

於該氮化錄基礎閘極絕緣層上形成一閘極。

1 8・如申請專利範圍第1 7項所述之場效電晶體製程， 

其中該氮化錄基礎半導體層的形成包括：

於該氮化銖基材上形成一緩衝層；

於該緩衝層上形成一通道層；

於該通道層上形成一間隙層；以及

於該間隙層上以及該氮化銖基礎閘極絕緣層、該源極 

/汲極之間形成一阻障層。

1 9・如申請專利範圍第1 8項所述之場效電晶體製程， 

更包括形成一隔絕層於該緩衝層與該通道層之間。

2 0・如申請專利範圍第1 9項所述之場效電晶體製程， 

其中該氮化錄基礎閘極絕緣層與該隔絕層之形成方法包括 

低溫成長法，而該低溫成長法的製程溫度係介於攝氏300
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六、申請專利範圍 

至9 0 0度。
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